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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

] DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 26: Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) —
Modéle du corps humain (HBM)

1) La Qommission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation alisation

comgosée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natj . la CEIl a
pour |objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questons isati Hans les
domdines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres\actlyi i Normes
interpationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques e écificat] ibles au
publit (PAS) et des Guides (ci-apres dénommés "Publication(s) de la CEN). ite a des
comi{és d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéres S Uj < partic|per. Les
orgarisations internationales, gouvernementales et non gouvernel N ison avec la CEl, participent

égalgment aux travaux. La CEI collabore étroitement avec IOr 5
selon des conditions fixées par accord entre les deux organis4

e’Normalisatipn (1SO),

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les i i eprésentent, dans la mesure
du p SS|bIe un accord |nternat|ona| sur les SUJets étudies, € & e Jes Comités nationaux de la CEI
intérg Q

3) Les 3 2 & recommmandatjons internationales et sont| agréées
comn ité i . S aisophables sont entrepris afin qye la CEl
s'ass ' i i pub |cat| s; la CEIl ne peut pas étre tenue responsable
de I'g S par un quelconque utilisateur final.

4) Dans|le but d'encourager I'uni ité i i i ationaux de la CEIl s'engagent, dang toute la
mesyre possible, a appliger de e Sublications de la CEl dans leurs publications
natiohales et régionales. Publications de la CEl et toutes publications
natiohales ou régionales sorres = i i 'uees en termes clairs dans ces derniéres.

5) La JEI n’a prév 8 \ age valant indication d’approbation et n'engage| pas sa
respgnsabilité p SQui & é es a une de ses Publications.

6) Tous ili erf.Qu|s sont en possession de la derniére édition de cette publicat|on.

7) Aucu tée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxilipires ou
mangd c jculiers et les membres de ses comités d'études et des|Comités
natio sjudice’causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tput autre
domrj : ] e soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris|les frais
de ju € < ant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CIEl ou de

toute|au icadi CEI,*ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attg aiti ’ ur les)références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référ S oireNpour une application correcte de la présente publication.

9) L’attd dr le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objdt de\droits de™propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre terjue pour
respqnsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existende.

La Norme internationale CEl 60749-26 a été établie par le comité d'études 47 de la CEl:
Dispositifs a semiconducteurs.

La présente norme annule et remplace I'IEC/PAS 62179 publiée en 2000. Cette premiére
édition constitue une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47/1703/FDIS 47/1717/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 26: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing —
Human body model (HBM)

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization f
all njational electrotechnical committees (IEC National Committees). k

in the subject dealt with may participate in this preparatory waor
govefnmental organizations liaising with the IEC also partlmpate i
with [the International Organlzatlon for Standardization (ISO

mprising
promote
ields. To
ications,
as “IEC

interested

nd non-
5 closely
hined by

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matiers éxpress; as a5 possible, an international

3) IEC Publications have the form of recom
Cominittees in that sense. While all reasonable effqQrts

from all

National
t of IEC

Publipations is accurate, IEC cannot be hefd™responsiblefox the way in which they are used o1 for any

misinterpretation by any end user.

4) In order to promote internatjopal uniformit | ittees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maxinfum “e it i ir natidbnal and regional publications. Any diyergence
betwgen any IEC Publication \§ St i or regional publication shall be clearly indicated in
the Igtter.

5) IEC provides no parki g procad i s approval and cannot be rendered responsiblel for any
equigment decla 1t0 ublication.

6) All ugers should ehstre { 3 & 3 edition of this publication.

7) No li , employees, servants or agents including individual exgerts and
mem FC National Committees for any personal injury, property dgmage or
other vef, whether direct or indirect, or for costs (including legal feges) and
expe Hsi publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any ofther IEC
Publi

8) Attention i wn\te\thie Normative references cited in this publication. Use of the referenced publidations is
indis S 3 pplication of this publication.

9) Attention i 8 the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent ri : ot be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Internatiohal Standard IEC 60749-26 has been prepared by IEC technical commitiee 47:

Semiconductor devices.

This standard cancels and replaces IEC/PAS 62179 published in 2000. This first edition

constitutes a technical revision.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47/1703/FDIS 47/1717/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimeée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

@%
&
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be

e reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.

@%
&
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INTRODUCTION

Le CE 47 a pris en compte les instructions du Standardization Management Board de la CEI
en ce qui concerne I'étude des apports provenant des documents du CE 101. Le CE 47 est
d'accord d'entreprendre, dans le cadre du Groupe de Travail Joint CE 47/CE 101, la
prochaine révision des publications CElI 60749-26 et CEIl 60749-27, traitant des modeéles du
corps humain et de machine, en tenant compte des contributions fondées sur les publications
correspondantes de CE 101: CEIl 61340-3-1 et CEl 61340-3-2.

@%
&
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INTRODUCTION

TC 47 recognised the direction of the IEC SMB in terms of considering the inputs in the
TC 101 documents. TC 47 agrees to proceed with the future revision of publications
IEC 60749-26 and IEC 60749-27 concerning human body and machine models, with the JWC
of TC 47/TC 101, which will incorporate the TC 101 input, based on corresponding TC 101
publications IEC 61340-3-1 and IEC 61340-3-2.

@%
&
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, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 26: Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) -
Modéle du corps humain (HBM)

1 Domaine d’application et objet

La présente partie de la CEl 60749 etablit une procédure normalisée pour les essajs et la
classification des dispositifs @ semiconducteurs en fonction de leur sensi |I|te ux dompmages
ou de leur dégradation suite a leur exposition a des décharges électrg, sur un
modélg de corps humain (HBM). Le but de cette norme est de foyri d’essai
DES HBM fiables et reproductibles de maniére que des classificatiQ 3Cj i nt étre
réalisées.

Cette méthode d’essai est applicable a tous les disposj teurs et ¢lle est

classég destructive.

Les espais de DES doivent étre choisis entre cettg mé y > lele de

machine (MM, voir CEI 60749-27). Les methode ssai , M produisent des rgsultats
similai’JFs mais non identiques. Sauf S 5ai doit
étre refenue.

2 Références normatives

Les ddcuments de référ ce \gui : S) ’ icati brésent
document. Pour les ré en es datés c Aiti ité ’ i . afg¢rences
non dalées, la derniére q i i dventuels
amendéments.

CEl 60 , Disp jques —

Partie 27: (MM)

31 Sfimulateur DES et support du dispositif d'essai DUT

L’appareillage doit comprendre un simulateur d’impulsions DES et un support de dispositif
d'essai (DUT) correspondant au circuit de la Figure 1. Le simulateur doit étre capable de
fournir des impulsions avec les caractéristiques exigées par la Figure 2 et la Figure 3.

3.2 Oscilloscope

La combinaison oscilloscope et amplificateur doit avoir une largeur de bande non récurrente
minimale de 350 MHz et une vitesse d’écriture visuelle de 4 cm/ns au minimum.

3.3 Sonde de courant

La sonde (transformateur et cable d’'une longueur nominale de 1 m) doit avoir une largeur de
bande de 1 GHz, des caractéristiques minimales de courant de 12 A de capacité de courant
d’impulsion de créte et un temps de montée inférieur a 1 ns.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 26: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing —
Human body model (HBM)

1 Scope and object

This part of IEC 60749 establishes a standard procedure for testing and classifying

semiconductor devices according to their susceptibility to damage or degr4

datiqn by eX

to a d¢fined human body model (HBM) electrostatic discharge (ESD
providg

performed.

This test method is applicable to all semiconductor devices anad

ESD te
(see IE
Unless

2 Ndrmative references

The fotlllowing referenced documents 3

For da
of the

IEC 60
Electro

ed references, only the edition
eferenced document {inclydin

3 A

equivalent tosthe
the chdracteristics r

ircyit of Figure 1. The simulator shall be capable of supplying puls
quired by Figure 2 and Figure 3.

posure
e is to
can be

ive.

method
results.

ument.
edition

art 27:

socket
es with

3.2 Oscilloscope

The oscilloscope and amplifier combination shall have a 350 MHz minimum single-shot
bandwidth and a visual writing speed of 4 cm/ns minimum.

3.3 Current probe

The probe (transformer and cable with a nominal length of 1 m) shall have a 1 GHz
bandwidth, a minimum current rating of 12 A peak pulse-current capability and a rise time of
less than 1 ns.
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3.4 Charges d’évaluation

Un fil en cuivre étamé de diameétre égal a 0,5 mm + 20 % est recommandé pour I'essai de
veérification de la forme d’onde courte. Il convient que la longueur de connexion soit aussi
courte que possible en pratique pour couvrir la distance entre les deux broches les plus
éloignées dans le support en passant par la sonde de courant. Les extrémités de la
connexion peuvent étre mises a la terre en un point ou un espace est nécessaire pour réaliser
le contact sur des broches de support a pas fins.

Une résistance a faible inductance de 500 Q avec une tolérance relative de + 1 %, 4 000 V,
doit étre utilisée pour la vérification initiale et le ré-étalonnage périodique du systéme.

3.5 talonnage

lon un
mman-

Tous les appareils utilisés pour I'évaluation du testeur doivent
systémge d’étalonnage documenté et offrant toute tracabilité, et con
dationd du fabricant.

R4
1 MQ-10 MQ
M o
S1
Générateur C1 05 R2
d’impulsions 100 pF Court-circuit
a haute P buT 500 Q
tension
p
Borne B
IEC 2443/03

Les perf €es par sa capacitance et son inductance parasites.

Il faut p| eption du testeur pour éviter les transitoires de recharde et les
impulsio

R2, utilig i ion”i de I'’équipement et pour la requalification comme spécifié en 4.1, |doit étre
une résig a fai indtetance, 4000 V, 500 Q avec une tolérance relative de +1 %.

La supefpositi daptateurs de support DUT (montage sur boitier) est seulement autorisée si le$ formes
d’ondes é erifiéesguant a leur conformité avec le Tableau 1.

L'inversipn des‘bornes A et)B pour obtenir une double polarité n’est pas autorisée.

S2 doit 4tre” fermé au moins 10 ms aprés la période d’impulsions pour s’assurer que le support du DUT p’est pas
laissé dgns\un état chargé.

R1, 1 500 Q avec une tolérance relative de +1 %.

C1, 100 pF avec une tolérance relative de £10 % (capacité efficace).

Afin de limiter le courant de charge pour des raisons de sécurité, il est recommandé qu’'une résistance R3 de
valeur 1 MQ a 10 MQ soit ajoutée au circuit entre le générateur d'impulsions a haute tension et I'interrupteur S1.

Figure 1 — Circuit type équivalent DES HBM
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3.4 Evaluation loads

A tinned copper wire of diameter 0,5 mm = 20 % is recommended for the short waveform
verification test. The lead length should be as short as practicable to span the distance
between the two farthest pins in the socket while passing through the current probe. The ends
of the wire may be ground to a point where clearance is needed to make contact on fine-pitch
socket pins.

A 500 Q with a relative tolerance of 1 %, 4 000 V, low-inductance resistor shall be used for
initial system checkout and periodic system recalibration.

3.5 Calibration

All apparatus used for tester evaluation shall be calibrated accordi nented,
tracealjle calibration system and in accordance with manufacturer’s
R4 R1
1 MQ-10 MQ 1500 Q
M 0 (S AN
S1
High-voltage S R2
pulse 100 pF ]| 500 O
generator
Terminal B
IEC 2443/03
The perfprmance of a isN its parasitic capacitance and inductance.
Precautipns must bé en i desi i arge transients and multiple pulses.
R2, use } uctance,
4000V,
Stacking meet the
specificg
Reversa
S2 shall charged
state.
R1, 1 50
C1, 100 pF with/a relative’tolerance of +10 % (effective capacitance).
In order {o limit charge current for safety purposes, it is recommended that a resistor R3 of value 1 MQ to 10 MQ is

added to the circuit between the high-voltage pulse generator and the switch S1.

Figure 1 — Typical equivalent HBM ESD circuit
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Ips |-
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: C R444/03

Figure 2a — Temps de montéeg’d’impulsi

!tr

OCourant A —>»

N —

g ——P Temps —» (100 ns/division)

IEC 2445/03

Figure 2b — Temps de décroissance d’impulsion, z4

Légende
Ir  courant de dépassement
Ips I ate POUr court-circuit

Figure 2 — Formes d’ondes de courant a travers un fil de court-circuitage
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Figure 2 — Current waveforms through a shorting wire
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Figure 3 — Formes d’ondes de courant a travers une résistance de 500 Q *

* La charge de 500 Q est utilisée seulement pour la qualification de I'’équipement comme spécifié en 4.1.
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Figure 3 — Current waveforms through a 500 Q resistor *

* The 500 Q load is used only during equipment qualification as specified in 4.1.
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4 Qualification, étalonnage et vérification de la forme d’onde

4.1 Qualification de I’équipement

L’étalonnage de I'équipement doit étre réalisé au cours de I'’essai d’acceptation initiale. Le ré-
étalonnage est exigé au minimum tous les 12 mois ou a chaque fois que des réparations de
I’équipement peuvent affecter la forme d’onde. Le testeur doit étre conforme aux exigences
du Tableau 1 et de la Figure 2 a tous les niveaux de tension, sauf 8 000 V, en utilisant un fil
de court-circuitage et au niveau de 1 000 V et 4 000 V avec une résistance de 500 Q (voir la
Figure 3). Le niveau de 8000 V est facultatif. Les mesures de la forme d’onde au cours de
Ietalonnage d0|vent étre reallsees en utlllsant la broche du cas Ie plus defavorable sur la

carte dp andard
spécifig ptation
initiale iyes et 5
négaties a un niveau de tension du Tableau 1.) Les relais a hau ifcuits a
haute fension associés doivent faire I'objet d’essais par I'utilisate antrolés

par ordinateur selon les instructions du fabricant de I'équiperden iagrostc systeme). Cet
essai vgrifiera tout relais ouvert ou court-circuité.

Temps
Tcrete POUT | Icrgte pour montée escente Courant de
Niveau fle tension court- dé ¢
circuit @ 500 Q ur court- épassdment,
I ’ Ji circuit, IR
ps pr 14
v A A ns A
250 0,15-0,19 n.a. \ 130-170 15 % de I,
500 0,30-03K [ha(’ 130170 [15 % de I,
N
1 000 0,60-d, 0,37-0(5'5\ 130-170 15 % de I,
2 000 n20-has T Py 2O Y20 a. 130-170 15 % de I,
4 000 \U'B/K&{ &2}\ 2,010 5,0-25 130-170 |15 % de Ip} et Iy
8000 (fagultatif) -5 8 2,0-10 n.a. 130-170 15 % de I,
@ I.retd est le courant q { trayefs. RM—dlre approximativement V/1500 Q.
b La crarge ilisee seulement pendant la qualification de 'équipement comme spécifié en §.1.

Formati

Au cours du montage initial de I’équipement, I'inspecteur de la sécurité|ou
un représentant de la sécurité compétent doit contrdler 'équipement a son
| emplacement de fonctionnement pour s’assurer que celui-ci ne fonctionne
H pas dans un environnement combustible (dangereux).

De plus, I'ensemble du personnel doit recevoir une formation sur le
fonctionnement et la sécurité électrique avant d’utiliser 'équipement.

4.2 Broche du cas le plus défavorable ou carte de qualification standard

La qualification de I'équipement doit étre faite par la mesure du courant de décharge avec la
combinaison de broches du cas le plus défavorable sur la carte DUT, comme spécifié en
4.2.1. Cette méthode doit étre utilisée si I’équipement est construit en utilisant un générateur
a décharge simple qui peut étre connecté a toutes les broches du socle sur la carte DUT
en commutant les relais.
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4 Qualification, calibration, and waveform verification

4.1 Equipment qualification

Equipment calibration shall be performed during initial acceptance testing. Recalibration is
required at least every 12 months or whenever equipment repairs are made that may affect
the waveform. The tester shall meet the requirements of Table 1 and Figure 2 at all voltage
levels, except 8 000 V, using the shorting wire and at the 1 000 V and 4 000 V level with the
500 Q resistor (see Figure 3). The 8 000 V level is optional. The waveform measurements
during calibration shall be made using the worst-case pin on the highest pin count DUT board
or the standard quallflcat|on board spe0|f|ed in 4 2. (Machme repeatablllty should be verified
during |7 ' yar k and a
minimum of 5 consecutlve negative waveforms at a voltage level in Tablg(1. e voltage
relays and associated high-voltage circuitry shall be tested by the used of car htrolled
systemps per the equipment manufacturer’s instructions (system ics). is\{pst will
check for any open or short relays.

Table 1 — Waveform specmzu\

for I for Rise time ay time A
Voltage level spﬁgl;t a &?kn b, for short, \‘w\{iﬁ nglnglg current
Ips Ipr tr R
A A ns /\ ns A
250 0,15-0,19 n.a. 2\0\16\ )1\{0-170 15 % of IpS
500 0,30-037 | na. | 2,0-10 130-170 | 15 % of I
1000 0,60-0,74 0,37-0,55 ( 2, 130-170 15 % of I
2 000 1,20-1,48 \{ka. /TN 2,0& \ 130-170 15 % of IpS
4 000 2,40- 2?\6 1,5° ,2 \{ =10 130-170 15 % oflpsznd Ipr
8 000 (optional) 4,80- 5 6\, 2W 130-170 15 % of ]pS

a [peak i the curre g R1, th ppr |m\a@yw1 500 Q.
® The 500 Q load |s u e ng e U|pm nt gualification as specified in 4.1.

Safety|train

al equipment set-up, the safety engineer or applicable safety
dtive shall inspect the equipment in its operating location to

e that the equipment is not operated in a combustible (hazardous
M envirdnment.

Addifinnnllyl all pprcnnnpl shall recejve demm npprn’rinnnl ’rmining an
electrical safety training prior to using the equipment.

4.2 Worst-case pin or standard qualification board

Equipment qualification shall be made by discharge current measurement with a worst-case
pin combination of DUT board, as specified in 4.2.1. This method shall be used if the
equipment is constructed using a single discharge generator which can be connected to all
pins of the socket on the DUT board by switching of relays.
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Les générateurs a décharges multiples doivent étre qualifiés en utilisant la carte de
qualification standard spécifiée en 4.2.2. Cette méthode doit étre utilisée si I'équipement est
construit en utilisant une grande quantité de paires de broches de la carte DUT et du circuit
d’essai et si chaque circuit d’essai est connecté a une seule broche de la carte DUT.

4.2.1 Broche du cas le plus défavorable

La combinaison de broches du cas le plus défavorable pour chaque support et pour chaque
carte DUT doit étre identifiece et documentée. Il est recommandé que les fabricants
fournissent les données de broches du cas le plus défavorable avec chaque carte DUT. La
combinaison de broches avec la forme d’onde la plus proche des limites (voir Tableau 1) doit
étre désignée pour la vérification de la forme d’onde.

La conjbinaison de broches du cas le plus défavorable doit étre ide cédure

suivante.

a) Pou lage le
plus br cette
bro¢ che de
bro¢ brne A.
Fix u fil de

tive de
1ala
uées.
s prés
leau 1)
roches
itage de

ches de
broches
urt entre
hecter la
t d’essai
la sonde

in de“cablage le plus long du circuit de génération d’impulsions au suppo
ie par le fabricant). Fixer un fil de court-circuitage entre ces broches et

de courant a i qurtcircuitage. Suivre la procédure de I’étape b). Pour la vérification initiale de carte,
i tance de 500 Q entre les broches de référence. Appliquer une impulsion positive et négative de
4 000V sla foPme d’onde satisfait aux exigences définies au Tableau 1.

La carte de qualification standard doit satisfaire aux exigences suivantes.

a) La dimension de la carte de qualification standard doit avoir la méme dimension que celle
utilisée pour le DUT.

b) La longueur spécifique des fils internes de la carte de qualification standard, entre
I’équipement et les broches utilisées pour la connexion avec les charges d’évaluation, doit
étre spécifiée dans le document d’approvisionnement applicable

c) La longueur totale de chaque paire de circuit dans toutes les cartes DUT doit étre
inférieure ou égale a la longueur des paires de fils internes dans la carte de qualification
standard et de la charge d’évaluation spécifiées en 3.4.
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Multiple discharge generators shall be qualified using the standard qualification board
specified in 4.2.2. This method shall be used if the equipment is constructed using a large
number of pairs of pins of the DUT board and test circuit and each test circuit is connected to
only a single pin of the DUT board.

4.21 Worst-case pin

The worst-case pin combination for each socket and DUT board shall be identified and
documented. It is recommended that the manufacturers supply the worst-case pin data with
each DUT board. The pin combination with the waveform closest to the limits (see Table 1)
shall be designated for waveform verification.

The wdrst-case pin combination shall be identified by the following proce

a) For|each test socket, identify the socket pin with the shortest e pulse
generating circuit to the test socket. Connect this pin to Termikal ¥ ilfremain
the i of the
rem current
pro

b) Aprg s se and
verify that the waveform meets the requirements/defined\in ve and
neg

c) Rep

d) Det imum or
maxi gveform
verification

e) For| initial ; stor between the worst-cage pins
previously identified @i i ep d). Apply a positive and negative

40 the requirements defined in Tablg 1.
NOTE As an alternatjye tolthe Wors{-ba \ srch, he reference pin pair may be identified for each tept socket
of each [test fixture i S all be identified by determining the socket pin|with the
shortest |wiring path nera ing cixcuit’to the test socket. Connect thls pin to Terminal B pnd then

connect the socket pin“wi Terminal

A (norm nt probe
around t resistor
between eets the
requirem

4.2.2
The std

a) Thdg sizefor the standard qualification board shall be the same size as is used for the DUT
boakd-

b) The specific length of internal wires of the standard qualification board, between
equipment and the terminals used to connect with evaluation loads, shall be specified in
the applicable specification.

c) The total length of each circuit pair in all DUT boards shall be shorter than/equal to the
length of the internal wire pairs in the standard qualification board and the evaluation load
specified in 3.4.
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4.3 Vérification de la forme d’onde

Il convient que la vérification de la forme d’onde soit réalisée au début de chaque change-
ment ou un testeur est utilisé et quand une carte support/DUT est changée. Si & un moment
quelconque les formes d’onde ne satisfont pas aux exigences définies a la Figure 2 et au
Tableau 1 au niveau de 1 000V ou 4 000 V, I'essai doit étre arrété jusqu’a ce que la forme
d’onde soit conforme. De plus, 'essai de diagnostic systéme tel qu’il est défini en 4.1 pour les
systémes automatisés doit étre réalisé avant le début de chaque essai de changement.
L’'intervalle entre les vérifications de formes d’onde peut étre allongé dans la mesure ou les
données d’essai légitiment cet intervalle accru. Si la forme d’onde ne satisfait plus aux limites
du Tableau 1, tous les essais de DES réalisés aprés la premiére vérification de forme d’onde
satisfaisante seront considérés comme invalides.

a) Le pupport DUT nécessaire étant installé et aucun élément n’étant rt, fixer
un fil de court-circuitage dans le support DUT de telle maniére q cas le
plus défavorable soient connectées entre la borne A et la borne asenté a la
Fighre 1. Placer la sonde de courant autour du fil de court-circui

1 et la

b) Initler au moins une impulsion positive au niveau de 1 06Q0
Qi au 1 et

Fighre 2. Vérifier que tous les parametres satisfont auxAiqite
a lg Figure 2.

c) Initler au moins une impulsion négative au nivea le Tableau 1. Vérifier
qudg tous les parametres satisfont aux limites spécifiges au Yable et a la Figure| 2.

selon le Tableau |1 et la
s/spécifiées au Tableau 1 et

d) Initler au moins une impulsion positi
Fighre 2. Vérifier que tous les pard
a lg Figure 2.

e) Initler au moins une impulsion négz iveau de 4 000 V selon le Tableau 1. Vérifier
quq tous les parameétres satisfont & cifiées au Tableau 1 et a la Figure| 2.

5 Procédure de classi

5.1 Les dispo es les

opératipns norm

52 A i S s paramétriques et fonctionnels utilisant des conditions
exigées P i doivent
étre ré nde de
protect limites
indiqué

5.3 Unp échantiftan de dispositifs (par exemple 3) pour chaque niveau de tension dpit étre
caractdrisé\pour le seuil de défaillance DES de dispositif en utilisant les paliers de fension
indiquégshad Tableau 1. Des paliers de tension plus fins peuvent étre éventuellement |utilisés
pour obtenir une mesure plus précise du seuil de défaillance. Il convient que les essais DES
commencent au palier le plus faible du Tableau 1 mais ils peuvent commencer a tout autre
niveau. Cependant, si un autre niveau de tension de démarrage plus élevé est utilisé et que le
dispositif ne réussit pas I'essai, I'essai doit étre recommencé avec un nouveau dispositif au
niveau immédiatement inférieur. L’essai DES doit étre réalisé a température ambiante.

5.4 Chaque échantillon de dispositifs (par exemple 3) doit étre soumis a une contrainte de
niveau de tension en utilisant une impulsion positive et une impulsion négative avec un
minimum de 300 ms entre les impulsions par broche pour toutes les combinaisons de broches
spécifiées au Tableau 2. Il est permis d’utiliser un échantillon séparé de dispositifs pour
chaque combinaison de broches spécifiée au Tableau 2. Il est permis d'utiliser le méme
échantillon (par exemple 3) au niveau de contrainte de tension immédiatement supérieur si
tous les dispositifs passent les critéres de défaillance spécifiés a I'Article 6 aprés exposition
DES a un niveau de tension spécifié.
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4.3 Waveform verification

The waveform verification should be performed at the beginning of each shift that a tester is
operated and when a socket/DUT board is changed. If at any time the waveforms do not meet
the requirements defined within Figure 2 and Table 1 at the 1000V or 4 000 V level, the
testing shall be halted until the waveform is in compliance. Additionally, the system
diagnostics test as defined in 4.1 for automated systems shall be performed prior to the
beginning of each shift that testing is operated. The period between waveform checks may be
extended providing test data supports the increased interval. If the waveform no longer meets
the limits in Table 1, all ESD testing performed after the previous satisfactory waveform check
will be considered invalid.

a) Wit horting
wire i inal A
and Terminal B as shown in Figure 1. Place the current probe arow g S ire.

b) Initlate at least one positive pulse at the 1 000V level per T Verify
thaf all parameters meet the limits specified in Table 1 and Fi

c) Initlate at least one negative pulse at the 1000V I able. 1. \Vefify that all
parameters meet the limits specified in Table 1 and Figdre 2.

d) Initlate at least one positive pulse at the 4 000 V > [ Verify
thaf all parameters meet the limits specified in T3

e) Initlate at least one negative pulse at th that all
parpmeters meet the limits specified

5 Classification procedure

5.1 The devices used 2SS i ing “shall have completed all [normal

manufdcturing operations.

5.2 Pyior to ESDAtes 'ng P ctional testing using conditions required| by the
applicable deV| i shall be performed on all devices submitted for
ESD te . ) limits
stated ice }

53 A device
ESD fgi DS may
optiona testing
should bnother
higher a fresh
device

5.4 Each'sample of devices (e.g 3) shall be stressed at one voltage level using 1 positive
and 1 negative pulse with a minimum of 300 ms between pulses per pin for all pin
combinations specified in Table 2. It is permitted to use a separate sample of devices for each
pin combination specified in Table 2. It is permitted to use the same sample (e.g. 3) at the
next higher voltage stress level if all devices pass the failure criteria specified in Clause 6
after ESD exposure to a specified voltage level.
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5.5 Combinaisons de broches

Les combinaisons de broches a utiliser sont données au Tableau 2. Le nombre réel de
combinaisons de broches dépend du nombre de groupes de broches de puissance. Les
broches de puissance de méme nom (Vgey, Vooa: Vssys Vsso, GND, etc.) qui sont
directement connectées par du métal (a I'intérieur du boitier) peuvent étre liées ensemble et
traitées comme une broche pour la connexion de la borne B. Sinon, il faut que chaque broche
de puissance soit traitée comme une broche de puissance séparée. Il convient que les
broches de programmation qui ne tirent pas de courant soient considérées comme des
broches d’E/S (exemple: broches Vpp sur les dispositifs de mémoire). Les dispositifs discrets
actlfs (FET tranS|stors etc.) doivent etre soumis aux essals en utilisant toutes les
e autre
roches
hissées
hs étre
«sans
en fait
nt pas

Combinaison . F:9nnecter ter Broches flottantes
individuell nt .
de broches N (non connectges)
ala borfe A

|ereWe(s) Toutes les brochep sauf

1 Toutes les broches Ryne Pre
aprés l'autre, saufcelles ance PUT 2 et premiére|(s)
connectées a la bjorne P\ broche(s) de puisgance

De Me (s) broche(s) Toutes les brochep sauf

2
e pdissance PUT et deuxiéme(p)
broche(s) de puisgance
3 /Niéme(s) broche(s) de Toutes les brochep sauf
aprés Pgulxe, s puissance PUT et n'®Me(s) proche(s)
conneciées 3 de puissance
4 Toutes les autres Toutes les brochep

broches n’assurant pas de puissance
I'alimentation
collectivement sauf PUT

a PUT: )roche%n es}a&f )

56 S

tillons différent est soumis aux essais DES a chaque nivieau de
contraipte, is de réaliser les essais paramétriques en courant continu pt ATE
(équipgment d'ess utomatique) fonctionnels aprés que tous les groupes d’échantillpns ont
été soymis,aux essais DES.

6 Criteres de défaillance

Un dispositif sera défini comme défaillant si, aprés exposition aux impulsions DES, il ne
remplit plus les exigences du schéma du dispositif en utilisant les essais paramétriques et
fonctionnels. Si des essais sont nécessaires a des températures multiples, les essais doivent
étre réalisés d’abord a la température la plus faible.
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5.5 Pin combinations

The pin combinations to be used are given in Table 2. The actual number of pin combinations
depends on the number of power pin groups. Like-named power pins (Vocq, Veco: Vssis
Vggo, GND, etc.) that are directly connected by metal (inside the package) may be tied
together and treated as one pin for Terminal B connection. Otherwise, each power pin shall
be treated as a separate power pin. Programming pins that do not draw current should be
considered as /O pins (example: Vpp pins on memory devices). Active discrete devices
(FETSs, transistors, etc.) shall be tested using all possible pin-pair combinations (one pin
connected to Terminal A, another pin connected to Terminal B) regardless of pin name or
function. All pins configured as “no connect” pins shall be verified as “no connect” and left
open ( ) 4 p AR )
dischalge between “no connect” pins and next pin will occur.). Pins labelléd “no\conneg
in fact are connected, shall be tested as non-supply pins.

Table 2 — Pin combinations for integrated cikculits

Pin|combination

Connect individually Connect to terminal B \ hv\a)??ng pins
to terminal A (grgu (unconnected)

1 All pins one at a time, First i )\ \ s except PUT @ and
except the pin(s) connected first power pin(s)
to terminal B m

[

2 All pins one at a time, éQ,mf ow in( All pins except PUT and
except the pin(s) £ohpected”™\ second power pin(s)
to terminal B

except the pin(s) gonnected nth power pin(s)
to terminal B

3 All pins one at a tim Nthm\p'm{sa/ All pins except PUT and

N
4 E , or@ All dther non-supply All power pins
afime ins/collectively except
T

hon-s p
N\
a8 PUT: Pin under test L \\

sted at each stress level, it is permitted to perform
(automatic test equipment) testing after all [sample

5.6 If
the d.q.
groups

6 Fa

A devig ed as a failure if, after exposure to ESD pulses, it no longer medets the
device [drawing requiréments using parametric and functional testing. If testing is reqdiired at
muItipIT temperatures, testing shall be performed at the lowest temperature first.
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7 Criteres de classification

Tous les échantillons doivent remplir les exigences d’essai de I’Article 5 jusqu’a un niveau
de tension particulier pour que le dispositif soit réputé correspondre a une classification de
sensibilité particuliére.

CLASSE 0:  Tout dispositif qui échoue aprés exposition a une impulsion DES de 250 V ou
moins.

CLASSE 1A: Tout dispositif qui subit avec succés I'exposition a une impulsion DES de 250 V
mais qui ne résiste pas a une exposition a une impulsion DES de 500 V.

CLASY : ( ifhpulsi ES de
. e - AN : " DES
de 2 000 V.

CLASSE 2: Tout dispositif qui subit avec succés I'exposition a e impulsj ES de
2 000V mais qui ne résiste pas a une expositign QCune pulsion DES de

4 000 V.

CLASSE 3A: - ES de
4 000V mais qui ne résiste pas @ iti i ion DES
de 8 000 V.

CLASSE 3B: Tout dispositif qui subf DES de
8 000 V.

8 Sommaire

Les inflormations suivantes™\doive 3 s ’ isionnement

applicaple.

a) La 'nethode [ Hele de
machine (voir Arf

b) La

c) La our la

d) ilité¢ de
e) port et
f) 2.2).

g) La taille de I'échantillon pour I'essai (voir Article 5).

h) Les caractéristiques électriques et fonctionnelles du dispositif pour les criteres de
défaillance (voir Article 6).

i) Sirequis, la température pour les essais électriques (voir Article 6).
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